BDY25

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: SESCOSEM

Wykonanie: tranzystor krzemowy dyfuzyjny
mesa w obudowie metalowej, kolektor potaczony
z obudowa, ciezar 25 G

Zastosowanie: wzmacniacze mocy duzych syg-
natdow m.cz., szybkie przetaczniki duzych pradow

Typy podobne: BDY25 (Mistral), BUYS56 (Siem)
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Rys. 1-425. BDY25

Wartos$ci charakterystyczne

D tease = 25°C

2) pomiar impulsem 7p = 300 us, & < 2%

min typ max

Icgs 1 | mA przy Ugp =0, Ugp = 180 V
Icko 1 | mA przy Iz =0, Ugp = 140 V
Igps 1 | mA przy Ic =0, Ugp =10 V
Usr)cpo? 200 b4 przy I = 0, I = 3 mA
Ugr)ceo? 140 \% przy Iy = 0, I = 50 mA
hy1g2(A) 50

(B) 65 l przy Ic =1 A, U =4V

© 90

(A) 15 20 45

(B) 30 45 90 ] przy Ic =2 A, Ugg =4V

© 75 82 180
Ucgsat® 0,6 \% przy Ic =2 A, I =025 A
Uggsat® 1,2 v przy Ic =2 A, Iz =025 A
fr 10 MHz | przy Ic =0,5 A, Ugg =15V, f= 10 MHz
tytt, 0,3 0,5 us
ty 0,5 1 us l przy Ic & 5 A, Iyps & 1 A, Iy, & —0,5 A
ts+tf 1,5 2 s
Rep j-e 2 | ciw

Wartosci graniczne

UCBO max 200 v IB max 3 A
UCEO max 140 v Ptot max 87,5 w
UEBO max 10 v Zj max 200 °C
Ic max 6 A Istg —65-++200 C
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Rys. 1-426. Charakterystyka maksymalnej Rys. 1-427. Uklad pomiarowy czasOw prze-
mocy strat w zaleznosci od temperatury laczania
obudowy
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Rys. 1-428. Dopuszczalny obszar zastosowania Rys. 1-429. Charakterystyki wyjSciowe

tranzystora

12 Diody i tranzystory
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Rys. 1-430. Zalezno$¢ normowanego wspol-
czynnika wzmocnienia pradowego od pradu

kolektora
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Rys. 1-431. Zalezno$¢ napiecia nasycenia ko-
lektora i bazy od pradu kolektora



